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PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Gehéduse

Besonders geeignet als Komplementér-Transistoren fiir die Typen

BC 182, BC 183 und BC 184

Fiir NF-Vorstufen und Treiberstufen

Fiir Gleichspannungsverstarkern BC212, BC213, BC214

Mechanische Daten

Malle in mm "Silect pin circle”

BT Y

12,7 min 478

1 — Emitter, 2 — Basis, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind In ein Plastik-Geh#iuse eingekapselt. Das Gehause widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfllit die Anforderungen von MIL-STD-202C, Mathode 106B. Der Transistor ist lichtunemp-
findlich.

Absolute Grenzwerte BC212 BC213

BC214
Kollektor-Basis-Spannung —60 v —45 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —50 v =30V
Emitter-Basis-Spannung «— =BV —
Kollektor-Dauerstrom «— —200mA —=
Gesamtdauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) « 300 mW —
Lagerungstemperatur —55 °C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Geh&duse fiir 10 s +— M0°C -
Bemerkungen:

1. Diesar Wert gilt bei offener Basis-Emitter-Diode.
2, Fallt linear bis zur Umgebungstemperatur von 150 °C ab; Ableitungskonstante 2,4 mW/°C,

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegebean)
Paramater Prifbedingungen BC212 BC213 BC214 Einh.
min typ max min typ max min typ max
Umryceo Kollektor-Basis- lg = —10 uA, —60 =45 —45 v
Durchbruchspannung g = 0
Umryceo Kollektor-Emitter- lg = —2 mA, —50 —30 —30 W
Durehbruchspannung lp = 0
Umryeno Emitter-Basis- Ig = 10 pA, & -5 =5 W
Durchbruchspannung lg =0
lceo K.ollektor-Basis- Uge = 30V, —15 —15 —15 nA
Reststrom Ig=10
lERO Emitter-Basis- Ugg = —4 ¥, —15 =15 =15 nA
Reststram lg = 0
hre Gleichstrom- Uegg = =8V, 40 0 100
verstarkung lg = =10 pA
Ugr =—5Y, 60 120 300 &0 140 400 140 180 400
lg = —2 ma
Ucg=—5V, 120 140 120
lg = —100 mA
{Bem. 4)
hz1e Dynamische Ueg = —5V, 60 &0 140
Stromverstarkung lg = —2 mA,
f=1kHz
auf Anforderung
Gruppe A 100 300 100 300
Gruppe B 200 400 200 400 200 400
Gruppe C 350 600 350 00
Use Basis-Emitter- Ugg = =5V, ={,54 054 —0,54 v
Spannung lg = —10 A
Ueg = =5V, 0,58 —0,58 —0,58 v
lg = =100 pA
Ucg = =5V, 0,6 =, 72 —0,6 —4,72 —0,6 —0,72V
lg = —2 mA
Upg = =5V, =0, —0,71 —0,71 W
lg = =10 mA
(Bam, 4)
UpBisat) Ig = —6 mA, —1,1 —1,1 -1,1 ¥
lg = —100 ma
{Bem. 4)
Ucgisaty Kollektor-Emitter- g = —0,5 mA, 0,07 —0,07 —0,07 ']
Restspannung Ig = =10 m&,
Ip = —5 mA, =0,6 —0,6 08 V
lg = —100 mA
(Bem. 4)
fr Transit-Frequenz Ucg =—5V, 200 200 200 MHz
lg = —10 mA
Cob Leerlauf-Ausgangs- Uep = =10V, B 5 L] pF
kapazitat in E=10
Basisschaltung f=1MHz
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Betriebswerte bel Ty = 25 °C

BC212 BC214 Einh.

Parameter Priffbedingungen BC213
typ max
F  Mittlerer Rauschfaktor  Ueg = —5 V, lg = —200uA, Rg = 2 k@, f = 1 kHz, 4f = 1 Hz 25 dB
Ucg = —5 V, lg = —200pA, Rg = 2 k@, 2,0 dB

Aquivalents Bandbreite 15,7 kHz; f1 = 10 Hz, fg = 10 kHz

Temperaturabhingigkeit der zul, Gesamtverlustieistung Prat = f (Tu)
mw

L

tot

et

N
0 50 100 150 200 °C

Bemerkung:

4, Diese Parameter missen mit Impulsen gemessen werden. tp = 300 pus, Tastverhalinis <5 29,
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Ausgangskennlinien Ig = f(Ueky

Iz = Parameter, Ty = 25 °C (Emitterschaltung)
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Kollektorstrom lg = f{UcEsaty)

le o 20, Ty = Parameter
]
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Transitfrequenz fr = f (ls), Upp =5V, Tp = 25°C
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